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（論文題目）   Applied technology development related to multi-layer structure for EUV 
Optics   -for space satellite mounting and semiconductor device manufacturing- 
    (EUV光学系用多層膜構造に関する応用技術開発―衛星搭載用ならびに半導体製造
装置用―)                                                                  
   













変化を測定する手法を開発した。既設の EUV 反射率計を用い、EUV マスク上に存在する位





の開発が重要となる。そこで、EUVマスクの欠陥の座標位置の基準となる Fiducial Mark (FM) 
を多層膜基板上への形成条件（形状・サイズ）について考察を行った。この結果、FM の最適




















 また、平成 ２６年 ７月  ２２日の公聴会にて、論文内容およびそれに関連する事項につ
いて試問を行った結果、合格と判定した。                   
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